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【はじめに】【はじめに】【はじめに】【はじめに】太陽電池の変換効率を支配する要因は多々あり，その中でキャリア再結合による損

失によるエネルギー損失は全損失のうちの約 30％といわれている．我々は太陽光により励起され

たキャリアの再結合を従来の太陽電池の発電層の両端にMOS構造を設置し，電圧を印加すること

により抑止できると考えた．本研究の目的は従来の pn 構造を 90 度傾けた電界効果型太陽電池の

発電現象を検討することである。 

【計算】【計算】【計算】【計算】図 1 にシミュレーションに用いた太陽電池の

断面模式図を示す．太陽電池の構造は pn接合方向を入

射光に対し垂直に配置し、MOS 構造を表面・裏面に作

製した．発電層の膜厚は 1.0, 5.0, 10, 50 µm，受光幅は

500 nmである．MOS構造部のゲート酸化膜厚は 100nm

であり，SiO2 を用いた．発電層には単結晶シリコン

(c-Si)を用い、p 層及び n 層の不純物濃度は 1×10
17
cm

-3

である．照射強度は 0.1W/cm
2と設定した．受光幅、膜厚、不純物添加濃度等の設定値を変更させ

た．なお，発電効率のシミュレーションには SILVACO社の二次元デバイス・シミュレーション・

フレームワークである ATLAS を用いた． 

【【【【結果と考察結果と考察結果と考察結果と考察】】】】図 2 に各ゲート電圧における膜厚と変

換効率の関係を示した．発電層を厚くすることでゲー

ト電圧印加による変換効率は上昇した。これは光発生

するキャリアの総数が増えた為、ゲート電圧印加によ

り分離するキャリアの数が増え、膜厚が薄いものに比

べてゲート電圧の影響を生じたと考える。 

 

図 1 太陽電池断面模式図 

図 2 各ゲート電圧における膜厚と変換効率

の関係 
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